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CIRCUIT IWTEGPiE AVEC DIODE DE LECTURE 
DE TRES PETITES DiMENSlOMS 

L'invention concerne les circuits Integres comportant a la fois des 
grilles conductrices deposees au-dessus d'un substrat semiconducteur et 
des diodes formees dans ce substrat. 

5 L'application principale envisagee est un registre de lecture de 

charges electriques, fonctionnant par transfert de charges dans le substrat 
semiconducteur sous I'influence de potentiels variables appliques a des 
grilles juxtaposees au-dessus du substrat et isolees du substrat. De tels 
registres sont presents dans les capteurs d'image matriciels realises en 

10 technologie CCD (de I'anglais Charge Coupled Devices), lis servent 
notamment a recuperer, ligne par ligne, les charges stock^es dans wne 
matrice d'eiements photosenslbles pour les envoyer vers un circuit de lecture 
qui les convertit en tensions ou courants electriques repr6sentant le niveau 
de charges photogenerees en chaque point de la ligne. 

■15 Le registre de lecture constitue par des grilles ou electrodes 

juxtaposees se termine en general par une diode fornnee dans le substrat, 
diode qui permet d'effectuer la conversion d'une quantlte de charges;-: en 
niveau de tension electrique. La diode de lecture doit §tre aussi petite C|ue 
possible pour reduire au maximum sa capacite ; en effet si la capacite de la 

20 diode est trop grande, elle empeche un fonctionnement du registre a des 
vitesses tres elevees. 

C'est pourquoi la configuration du registre de lecture est en 
general celle qui est representee a la figure 1 : les grilles ou electrodes ELI , 
EL2, etc. du registre, d'abord regulierement et identiquement disposees le 

25 long du registre, se terminent en un entonnoir qui concentre les charges vers 
une petite diode de lecture DL. 

La tGchnologie utilisee pour realiser la diode limite cependant vers 
les valeurs inferieures la taille qu'on peut donner a la diode ; en effet, la 
diode est enserree entre la derni^re electrode ELn du registre et une autre 

30 electrode ou grille de silicium GRST ; I'^lectrode GRST ou grille de remise a 
niveau constitue une barriere entre la diode et une region de silicium dopee 
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formant drain DR, cette barrlere servant a r^tablir p^riodiquement le 
potentiel de la diode a un niveau constant avant una nouvelle lecture de 
charges. D'autre part, la diode doit me reliee au reste du circuit de lecture 
(non represent^) par au moins une connexion 6iectrique. et la prise de 
contact de cette connexion sur la diode occupe une place non n^gligeable 
qui oblige a utiliser une diode plus grande que celle qui est vraiment 
necessaire pour le fonctionnement du circuit. 

Cast pourquoi la presente invention propose un precede de 
fabrication d'une diode de petites dimensions entre deux electrodes de 
silicium deposees au-dessus d'un substrat, ce precede comportant les 
etapes suivantes : 

- a) realisation sur le substrat des deux electrodes separees par 
un intervalle, 

-b) oxydation thermique d'une partie de I'epaisseur des 
electrodes, en hauteur et en largeur, en laissant subsister un espace entre 
les electrodes oxydees, le substrat etant protege centre I'oxydation dans cet 
espace ; 

- c) mise a nu de la surface du substrat dans cet espace, 

- d) dep6t d'une couche de silicium polycristaliin dope venant en 
contact dans cet espace avec le substrat pour former un pole de la diode, le 
substrat formant I'autre p6le, 

-a) elimination partlelle du silicium polycristaliin en laissant 
subsister un motif desire, ce motif recouvrant au moins I'espace laiss^ entre 
les electrodes et recouvrant 6galement une region situ^e hors de cet espace 

- f) depot d'une couche isolante, gravure locale d'une ouverture 
dans cette couche isolante au-dessus du silicium polycristaliin hors de 
i'espace situe entre les electrodes, pour former une zone de contact 
deportee, depot d'une couche conductrice venant en contact avec le silicium 
polycristaliin dans la zone de contact deportee, et gravure de la couche 
metallique selon un motif d 'interconnexions desire. 

La zone de contact est deportee par rapport a la zone constituant 
la diode en ce sens que la couche conductrice, de preference un metal et de 
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preference de raiuminium, vient en contact avec la couche de sificium 
polycristallin en un endroit qui n'est pas situe au-dessus de la diode. 

De preference, pour I'etape e) d'elimination partiefle du silicrum 
polycristallin, on precede de la maniere suivante : on depose sur fe silicium 

5 polycristallin une couche uniforme de nitrure de siliciunri, on la grave selon un 
motif qui laisse subsister la couche au-dessus des zones de silicium 
polycristallin qu*on veut conserver, et on oxyde le silicium sur toute son 
epaisseur la ou ii n'est pas recouvert de nitrure, jusqu*a obtenir un motif de 
silicium qui ne comprend que les zones qui ont ete recouvertes de nitrure. 

10 On notera qu'en variante on peut prevoir, entre le depot de la couche de 
nitrure et Tetape ulterieure d'oxydation du silicium polycristallin, d'attaquer 
chimiquement le silicium polycristallin pour Tenlever autant que possible la ou 
il n'est pas protege par le nitrure, avant de proceder a I'oxydation. 

Dans le cas de I'utilisation de nitrure de silicium, Touverture locale 

15 de la couche isolante a I'etape f) comprend aussi Touverture du nitrureAde 
silicium pour mettre a nu le silicium polycristallin dans la zone de coptact 
avant depot de !a couche conductrice. 

Typiquernent, avec ce precede, on peut realiser une diode de 
dimensions environ 1,5 micrometre par 1,5 micrometre aiors qu'un procede 

20 plus classique, consistant a ouvrir une zone de contact dans une couohe 
isolante directement au-dessus de la diode et a deposer de Taluminium au- 
dessus de cette zone pour venir en contact avec le substrat, ne permettfiait 
pas de descendre au-dessous de 4 micrometre par 4 micrometre, compte- 
tenu des marges qu'il faut prendre lors de Pouverture de la zone de contact. 

25 Uinvention propose, a titre d'application, un circuit integre 

comportant un registre de transfer! de charges avec une diode de lecture au 
bout du registre, entre une derniere electrode du registre et une electrode de 
remise a niveau, caracterise en ce que la diode de lecture est constituee par 
une region dopee delimitee d'un cote par les electrodes et de Tautre cote par 

30 des regions d'oxyde de silicium epais, la region dopee etant entierement 
recouverte d'une couche de silicium polycristallin delimitee selon un motif qui 
s'etend en partie au-dessus de Toxyde epais, la couche de silicium etant 
recouverte d'une couche isolante comportant une ouverture au-dessus de 
Toxyde epais mais pas d'ouverture au-dessus de la region dopee, et la 
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couche isolante etant elle-m§me recouverte d'une couche conductrice 
venant en contact avec le siflcium polycristallin k travers I'ouverture. 

D'autres caracterlstlques et avantages de ('invention apparartront 
5 a la lecture de la description detaillee qui suit et qui est faite en reference aux 
dessins annexes dans lesquels : 

- la figure 1 deja decrite represente la constitution scliematique 
d'un registre de lecture a transfert de charges ; 

- la figure 2 represente, en vue de dessus et en detail la diode 
10 de lecture realisee ; 

- les figures 3 et 4 representent en coupe, respectivement selon 
la ligne A-A et selon la ligne B-B de la figure 2, la diode de lecture ; 

- les figures 5 a 11 representent les differentes etapes de 
realisation de la diode ; sur chaque figure, la partie de gauche represente le 

5 substrat coupe selon la ligne A-A de la figure 2, c'est-a-dire une ligne 
coupant les deux electrodes qui encadrent la diode, tandis que la partie 
droite represente le substrat coup6 selon la ligne B-B de la figure 2, c'est-a- 
dire une ligne qui passe entre les electrodes sans les couper. 
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Sur la figure 2 (vue de dessus) et sur les figures 3 et 4 (coupes 
selon AA et selon B respectivement), la diode de lecture DL est defiriie par 
une zone dopee de type N+ diffusee dans le substrat 30 de type P. La zone 
dopee constitue un p6le de la diode, le substrat un autre p6le. 

Dans le sens lateral des figures 2 et 3 (a gauche et a droite sur la 
figure 2 et sur la figure 3), cette zone est delimitee en pratique par les bords 
des deux grilles ou electrodes ELn et GRST qui I'encadrent. Les electrodes 
sont hachurees sur les figures 2 et 3. Dans le sens vertical de la feuille de la 
figure 2 (en haut et en bas sur (a figure 2, a gauche et a droite sur la figure 
4), la zone diffusee de type N+ est delimitee par des regions d'oxyde epais 
10 (oxyde thermique classique LOCOS). Les lignes tiretees 10' de la figure 2 
representent les bords des zones d'oxyde epais 10 encadrant la diode La 
zone correspondant a la diode DL ne comporte pas d'oxyde epais. 

Les grilles ELn et GRST sont en silicium polycristallin et elles sont 
recouvertes d'une couche isolante d'oxyde de silicium 12 representee en 
pointings sur les figures 2 et 3, 
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Une couche cie siiicium polycrlstallin conducteur 14, dopee de type 
N+ at gravee selon un motif approprie, vient en contact avec toute la zone de 
substrat 30 au-dessus de la diode DL la ou le substrat n'est pas protege par 
les grilles ELn et GRST et Toxyde de siiicium 10. Cette couche de siiicium 

5 remonte sur Toxyde epais 10 comme on le voit sur la figure 4. Le motif de 
siiicium polycristaliin est delimite par une ligne 14' sur la figure 2. Ce motif 
permet de realiser un contact electrique entre le pole N+ de la diode et une 
couche conductrice d'aluminium, ce contact etant deporte c'est-a-dire non 
situe au-dessus de la diode mais situe au-dessus de I'oxyde epais 10. 

10 Le motif de siiicium polycristaliin 14 est de preference recouvert 

d'une couche de nitrure de siiicium 16. L'ensemble du motif de siiicium 
polycristaliin 14 et de la couche de nitrure 16 est recouvert d'une couche 
isolante de passivation 18 qui recouvre aussi d'autres parties de la structure, 
Ces deux couches 16 et 18 sont localement ouvertes a Tendroit du contact 

15 desire avec une couche aluminium, done a un endroit situe au-dessua:de 
I'oxyde epais 10, mais pas au-dessus de la zone constituant la diode /DL, 
Uouverture de contact ainsi definie est delimitee par la ligne 20' de la figure 
2. La couche metallique 22 est de preference une couche d'aluminium, 
gravee selon un motif d'interconnexions desire, deposee au-dessus de la 

20 couche isolante 18 et venant en contact avec le siiicium polycristaliin 1,4 a 
travers Touverture formee dans les couches d'oxyde 18 et de nitrure IGuau- 
dessus de I'oxyde epais 10. On notera que la couche de nitrure de . siiicium 
est delimitee par le meme motif (ligne 14') que la couche de siiicium 
polycristaliin sur laquelle elle est deposee, a Texception des zones ou elle est 

25 ouverte pour permettre un contact electrique entre la couche de siiicium 
polycristaliin et la couche conductrice 22, 

Sur les figures 2 a 4 on n'a pas represente le drain DR 
classiquement prevu (cf. figure 1) de Tautre cote de la grille GRST. Ce drain 
sera fait comme la diode de lecture DL comme on I'expliquera plus loin. 

30 

Les figures 5 et suivantes representent les differentes etapes de 
fabrication selon Tinvention. 

On part d'un substrat de siiicium 30 de type P presentant 
eventuellement des variations de profil de dopage necessaires au 
35 fonctionnement (notamment une couche superficielle mince de transfert en 
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volume, de type M, non representee) et on forme des grilles de sriicium 
polycrlstallin adjacentes permettant la constitution d'^lectrodes d'un registre 
a transfer! de cliarges, ceci selon un precede classique qui peut etre 
typiquement le suivant : 

- oxydation superficielle du substrat produisant une couche 
d'oxyde mince uniforme 32 ; 

- depot d'une couche mince uniforme de nitrure de silicium 34 ; 

- gravure du nitrure selon un motif correspondant aux zones 
d'isolation desirees en oxyde epais 1 0 ; 

- oxydation tliermique ^paisse de type LOCOS pour former les 
zones 10 la ou 11 n'y a plus de nitrure ; 

- depot d'une premiere couche uniforme de silicium polycrlstallin 

36; 

-gravure de cette couche 36 pour definir une premiere serie 
d'electrodes de rang pair n, n-2, n-4, n-6, etc.. espacees les unes des autres, 
parmi lesquelles I'electrode ELn et aussi Felectrode GRST ; les electrodes de 
rang impair n-1, n-3, n-5, viendront ulterieurement s'intercaler entre les 
electrodes de rang pair ; 

- oxydation thermique de la couche 36 pour que le silicium de 
cette couche se recouvre lateralement et superficiellement d'oxyde de 
silicium isolant 12 ; 

- depot uniforme d'une deuxieme couche de silicium polycrlstallin 
38 qui vient notamment remplir I'espace entre les electrodes formees dans la 
premiere couche (par exemple entre reiectrode ELn de rang n et I'electrode 
de rang n-2 qui la precede dans la premiere serie) ; 

- gravure de la deuxieme couche 38 pour definir une deuxieme 
serie d'electrodes, de rang impair ; les deux series d'electrodes juxtaposees 
torment un registre permettant un transfert de charges dans le substrat par 
application de potentiels variables aux electrodes ; le silicium polycristallin de 
la deuxieme couche 38 est entierement enleve dans I'espace entre les grilles 
ELn et GRST, espace reserve a la diode de lecture DL, ainsi que dans 
I'espace qui sera reserve a la formation d'un drain DR. 

La figure 5 represente le circuit integre a ce stade de la 
fabrication. 
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Les etapes suivantes, plus specifiques k I'invention vont 
maintenant etre decrites. 

On oxyde superficiellement par un precede d'oxydation thermique 
la surface sup^rieure de I'ensemble. Le silicium polycristallin de la deuxi^me 
5 couche 38 se recouvre superficrellement et lateralement d'une couche 
d'oxyde isolant de la meme maniere que le silicium polycristallin de la couche 
36 avait 6X6 recouvert d'une couche d'oxyde 12. Au cours de la meme 
operation d'oxydation, I'epaisseur de la couche 12 s'accroTt. Etant donne que 
les couches d'oxyde formees lors de ces deux operations d'oxydation sont 
10 de meme nature, on a designe sur la figure 6 par une seule reference 12 la 
couche d'oxyde qui recouvre toutes les electrodes k la fin de cette deuxidme 
operation d'oxydation du silicium polycristallin. 

A la suite de cette operation d'oxydation, on enleve la couche de 
nitrure 34 la ou elle n'est pas protegee par les electrodes, c'est-a-dire dans 
15 les zones DL et DR reservees a la diode de lecture et au drain de remise^^a 
niveau. On enleve egalement la couche d'oxyde de silicium tres mince 32 qui 
est mise a nu par I'enlevement du nitrure. Ces deux dernieres operations 
n'affectent pratiquement pas la couche 12 qui est beaucoup plus epaisse que 
la couche 32. 

20 La figure 6 represente le circuit integr^ a la fin de cette 6tape. 

On depose alors une trolsidme couche unlforme 40 de silicium 
polycristallin qui vient remplir notamment I'espace entre les Electrodes ELnlet 
GRST ainsi que I'espace reserve au drain DR et qui vient directement en 
contact avec le substrat 30 denude dans ces espaces. Cette couche 40 

25 formera ulterleurement le motif d'interconnexion 14 en silicium polycristallin 
des figures 2 a 4. 

On dope fortement avec une impurete de type N le silicium de la 
couche 40, soit pendant le dep6t (depot en presence d'arsenic) soit apres le 
depot et on precede a un traitement thermique suffisamment intense et 

30 prolonge pour que les impuretes de type N se diffusent dans le substrat la ou 
le silicium polycristallin est en contact avec le substrat denude (regions DL et 
DR). On forme ainsi une region diffusee 42 de type N+ dans le substrat qui 
constitue un premier pole de la diode de lecture DL, le substrat constituant 
un deuxieme pole ; et on forme en meme temps une region diffusee 44 de 

35 type N+ qui constitue le drain DR. ll est a noter que le traitement thermique 
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peut se repartir au cours d'etapes ulterteures de la fabrication (notamment au 
cours des operations d'oxydation), mais pour simplifler les explications on 
consldere qu'il est fait des ce moment 

La figure 7 represente le circuit k ce stade. 
5 On effectue alors une succession d'operations destlnees a 

delimiter des zones de sificium polycristallin de la couche 40 pour former des 
mot.fs d'interconnexion desires avec cette couche. Pour ce qui conceme plus 
specifiquement la diode de lecture, le motif d'interconnexion est le motif 
dehmite par la ligne 14' de la figure 2, c'est-a-dire un motif qui permet de 
10 deporter le contact d'aluminium (qu'on etablira ulterieurement) ailleurs qu'au- 
dessus de la diode de lecture. Un autre motif peut §tre etabll pour fa 
connexion de la region de drain DR, et d'autres motifs encore sur le reste du 
circuit M6gr6. 

On pourrait proceder a une gravure du silicium poly cristallin par 
15 attaque chimique de la couche 40 a travers une resine de masquage 
photogravee, mais une simple gravure du silicium presente de.^ risquss de 
defauts genants ; en erfet, lorsque ie relief de la surface est accentue la 
gravure peut lalsser dans les transitions brusques de relief des residus'de 
silicium qui sont cause de court-circuits. On prefere proceder d'une autre 
20 maniere : 

a) on depose sur la couche uniforme 40 une couche de nitrure de 
silicium 46 et on grave cette couche selon un motif qui laisse subsister 
uniquement les zones d'interconnexion desirees. La figure 8 represente le 
circuit a ce stade. On volt qu'on a garde une zone de nitrure 46 qui d'une part 

25 recouvre la region de la diode de lecture 42 et qui d'autre part se prolonge 
au-dessus de I'oxyde epais 1 0. 

b) on effectue alors un traitement thermique d'oxydation profonde 
du silicium polycristallin de la troisieme couche 40. Cette oxydation se produit 
dans la masse du silicium la ou 11 n'est pas protege par le nitrure 46 Le 
silicium polycristallin est entierement transforme en oxyde de silicium 48 la 
ou il n'est pas protege. On aboutit a la structure de la figure 9, avec un motif 
d interconnexions en silicium polycristallin 40 recouvert de nitrure et en 
dehors de ce motif, une couche d'oxyde de silicium 48 protegeant toutes les 
electrodes du registre. 
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On notera qu'on aurait pu, apres depot et gravure du nitrure, 
egalement grayer la oouche de silioium polycristaliin 40 par attaque chimique 
k travers le meme masque qui a servi a graver la couche de nitrure 46, et 
proceder ensuite seulement a i'etape b, a savoir I'oxydation thermique des 

5 residue qui ont pu subsister aprds cette gravure du silioium. 

Apres avoir ainsi defini les motifs d'interconnexion de la couche 
40, aboutissant k un motif d'interconnexion 14 defini a propos des figures 2 a 
4, on depose alors une couche de protection isolante 18, qui peut servir 
aussi de couche de planarisation (couche d'oxyde ou de polyimide 

10 notamment). On pratique dans cette couche, ainsi que dans la couche de 
nitrure sous-jacente 46, une ouverture locale 50 a un endroit ou on desire un 
contact avec le motif d'interconnexion en silicium polycristaliin 40. 
L'ouverture 50 qui sert a etablir le contact electrique avec la region N+ 42 de 
la diode de lecture est situee au-dessus de I'oxyde epais 10 comme on le 

15 voit sur la figure 1 0 ; son contour correspond au contour 20' de la figure 2. ; 

On depose enfin (figure 11) une couche conductrice 22, de 
preference une couche d'aluminium, et on grave cette couche selon les 
motifs d'interconnexion desires. La couche 22 remplit l'ouverture 50 et vient 
en contact avec le silicium polycristaliin done vient en contact indirectement 

20 avec la region N+ de la diode de lecture DL. 

La dimension de la diode DL peut §tre seulement de 1.,5 
micrometre par 1,5 micrometre, ce qui ne serait pas possible si le contact 
d'aluminium venait au-dessus de la diode (la dimension minimale serait 
plutot de 4,5 par 4,5 micrometres). 
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REVEWDICATIOWS 
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1 . Precede de fabrication d'une diode (DL) de petltes dimensions 
entre deux electrodes de silicium (ELn, GRST) deposees au-dessus d'un 
substrat (30), qui comporte les etapes suivantes : 

5 -a) realisation au-dessus du substrat des deux electrodes 

separees par un intervalle, 

-b) oxydation thermique d'une partie de I'epaisseur des 
electrodes, en hauteur et en largeur, en (aissant subsister un espace entre 
les electrodes oxydees, le substrat etant protege centre I'oxydation dans cet 
10 espace ; 

- G) mise a nu de la surface du substrat dans cet espace, 

- d) dep6t d'une couche de silicium polycristallin dope (40) venant 
en contact dans cet espace avec le substrat pour former un pole (42) de la 
diode, le substrat formant I'autre p6le, 

-e) elimination partlelle du silicium polycristallin en laissant 
subsister un motif desire, ce motif recouvrant au molns I'espace laisse ^ntre 
les electrodes et recouvrant ^galement une region situee hors de cet espace 

- f) depot d'une couche isolante (18), gravure locale d'une 
ouverture (50) dans cette couche isolante au-dessus du silicium polycristallin 
hors de I'espace situe entre les electrodes, pour former une zone de contact 
deportee, depot d'une couche metallique (22) venant en contact avec le 
sihcium polycristallin dans la zone de contact deportee, et gravure de la 
couche metallique selon un motif d'interconnexions desire. 

2. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que pour 
I'etape e) d'elimination partielle du silicium polycristallin, on depose une 
couche uniforme de nitrure de silicium (46), on la grave selon un motif qui 
laisse subsister la couche au-dessus des zones de silicium polycristallin 
qu'on veut conserver, et ulterieurement on oxyde le silicium sur toute son 
epaisseur la ou il n'est pas recouvert de nitrure, jusqu'a obtenir un motif de 
silicum qui ne comprend que les zones qui ont ete recouvertes de nitrure 
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3. Precede selon la revendication 2, caracterise en ce que entre le 
depot de la couche de nitrure et I'etape ulterieure d'oxydation du silicium 
polycristailin, on attaque chimiquement le silicium polycristallin pour I'enlever 
autant que possible la ou il n'est pas protege par le nitrure. 

4. Circuit int6gre comportant un regisfre de transfert de ciiarges 
avec une diode de lecture au bout du reglstre, entre une derniere electrode 
du reglstre et une electrode de remise a niveau, caract^ris^ en ce que la 
diode de lecture est constituee par une region dopee (42) delimitee d'un cote 
par les Electrodes et de I'autre c6te par des regions d'oxyde de silicium epais 
(10), la region dopee Etant entierement recouverte d'une couche de silicium 
polycristallin (14, 40) delimitee selon un motif qui s'6tend en partie au-dessus 
de I'oxyde 6pais, la couche de silicium etant recouverte d'une couche 
isolante (18) comportant une ouverture (50) au-dessus de I'oxyde epais mais 
pas d'ouverture au-dessus de la region dopee, et la couche isolante etant 
elle-meme recouverte d'une couche conductrice venant en contact avqc le 
silicium polycristallin a travers I'ouverture (50). 

5. Circuit integre selon la revendication 4, caracterise en ce que 
la couche de silicium polycristallin est recouverte de nitrure de silicium elle- 
meme recouverte par la couche isolante (50), la couche de nitrure etant 
egalement ouverte a I'endroit de I'ouverture dans la couche isolante. 
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3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que entre le 
depot de ia couche de nitiure et I'etape ulterieure d'oxydation du silicium 
polycristallin, on attaque chimiquement le silicium polycristallin pour I'enlever 
autant que possible la oD il n'est pas protege par le nitrure. 

4. Circuit integre comportant un regisfre de transfert de charges 
avec une diode de lecture au bout du reglstre, entre une derniere electrode 
du registre et une electrode de remise a niveau, caracteris4 en ce que la 
diode de lecture est constituee par une region dopee (42) delimitee d'un c6te 
par ies electrodes et de I'autre c6te par des regions d'oxyde de silicium epais 
(10). la region dopee etant enti^rement recouverte d'une couche de silicium 
polycristallin (14, 40) delimitee selon un motif qui s'^tend en partie au-dessus 
de I'oxyde epais, la couche de silicium etant recouverte d'une couche 
isolante (18) comportant une ouverture (50) au-dessus de I'oxyde epais mais 
pas d'ouverture au-dessus de la region dopee, et la couche isolante etant 
elle-m§me recouverte d'une couche conductrice venant en contact avec le 
silicium polycristallin atravers I'ouverture (50). 

5. Circuit integre selon la revendication 4, caracterise en ce que 
la couche de silicium polycristallin est recouverte de nitrure de silicium elle- 
meme recouverte par la couche isolante (50), la couche de nitrure etant 
egalement ouverte a I'endroit de I'ouverture dans la couche isolante. ^ 



2/4 
DL 




Coupe B-B 

FIGA 



regue le 20/04/04 





26 bis, rue de Saint Petersbourg - 75800 Paris Cedex OS 

Pour vous informer : INPl DIRECT 

(>ip^m-t^.T MO 0 S25 33 35 S7) 
0,1') errc/nin 

TSlfecopie : 33 (0)1 53 04 52 65 



regue le 25/03/04 

CEKTOFiCAT ©'yJILITE 

Code de !a propriete intellectuelle - Livre V! 

©ESa@KATl©ra ©'1K¥EMTE1S1CS) Page ir 1 

(A fournir dans le cas ou les demandeurs et les 
inventeurs ne sont pas les memes personnes) 




OB 113 W / 210303 



1 Vos references pour ce dossier (facullatif) 




W D'EWREGISTKERBEIMT WATIOMAL 


,0\\.O^AM^ \ 



TITHE DE L'li^¥EOTIOi^ (200 earacteres ©u ©spaces maKimHm) 

CIRCUIT INTEGRE AVEC DIODE DE LECTURE DE TRES PETITES DIMENSIONS 



LE(S) DESIAI^DEUR(S) : 
ATMEL GRENOBLE 



DESiaiN[E(f^T) EM TAi^lT QU'iS^I¥Eir^lTEU^(S) : 



Norn 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'appartenance (facultatif) 



BLANCHARD 



Pierre 



THALES Intellectual Property 
31-33, Avenue Aristide Briand 



IQ i4i 1i 1i7l ARCUEIL CEDEX 



Nom 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



I I 1 I I 



Societe d'appartenance (/acuIfaliO 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'appartenance (facHltaHf) 



i I 1 I I 



S1I y a plus de trois inventeurs. util isez plusieurs formulaires, Indlquez en haut a droite fe W de fa page suivi du nombre de pages. 

■ 2 milS 200^ 



DATE ET S!GS^ATUEE{S) 
DO (PES) OEn^Ai^DEUR(S) 
OU DU iViAi^DATAIlRE 
(i^om et qualite du signataire) 



Michel GUERIN 




La !oi n''7847 du 6 Janvier 1978 relative a Tinformatique. aux fichiers et aux libertes s^applique aux reponses faites a ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de IMNPL 




I 



